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《集成电路设计导论》

内容概要

《集成电路设计导论》是集成电路领域相关专业的一本人门性教材，主要介绍与集成电路设计相关的
一些基础知识。全书共分10章，以集成电路设计为核心，全面介绍现代集成电路技术。内容主要包括
半导体材料与器件物理、集成电路制造技术、典型数字模拟集成电路、现代集成电路设计技术与方法
学、芯片的封装与测试等多方面的知识。《集成电路设计导论》主要涉及采用硅衬底、CMOS工艺制
造的集成电路芯片技术，也简单介绍了集成电路发展的趋势。
《集成电路设计导论》可作为高等院校集成电路、微电子、电子、通信与信息等专业本科高年级和硕
士研究生的教材或相关领域从业人员的参考书籍。
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《集成电路设计导论》

作者简介

罗萍 长期从事模拟集成电路设计的教学与科研丁作，主要研究方向为功率集成电路的设计与系统应用
。目前主要从事数字辅助功率集成技术及用于节能系统的功率驱动芯片与系统的设计研究工作。
    张为 曾进行MEMS研究，开发多种半导体压力传感器和基于LTCC的射频天线。目前在集成电路方向
主要从事频率合成器、RFID标签芯片和图像处理SOC等方面的研究工作。
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